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Gerdtekomplex ; Einfﬁhrung ' Schwerpunkt der ger#tetechnischen Entwicklung in der DDR ’
: international ' . L
a) Entwicklung 1981 1982 1983 1984 1985 Funktionsbestimmende Bauelemente
b,) Produktion

l1e2613. lledizintechnik.

- BiomeBtechnik (BT II) - b et LT T AT/ TTTT T T 7T rauscharme Doppel-SFET; Mehrfach—CPV (peringer Ledmi o

) 1975
stungsverbrauch und Rauschen); rauscharme Wlderstanaf'
(UR_._ <« 15 uv) .
Ss / e
integrierte A/D-Wandler (CHOS oder I°L); Druck-und.
Temperaturwandler e
— Kinstliche Niere - b) 1976 ; I T T TTIT T T T TTT] Timer—Schaltkreise; e
Ansteuer-IS5 fiir Schaltnetztelle, impulsfeste Elkosjs
integrierte HSM-Schaltkreise (U 115) programmlerbar, ;
) ) Tantalchip- und Keramlkchlp—KondensaLor hoher ol
- Herschrittmacher (2. Generation) b) 1979 T I T T T T T T T T TTT] / Zuverldssigkeit -

1.2014. Kraftfahrzeugelektronik ‘ | | {

— Elektronischer Blinkgeber . a) 1968 ‘ T T T T TTITINT T T T T TUTT 1T EKundenspezifischer IS (z., B. TAA 775 oder SAF 1055 -
mit Warnblinkgeber sowie b) 1970 Intermetall) o
Kontrollteil

— Elektronische Zindung a) 1970/72 [T TN T T ITIT I T T T 1T T TTT| hochsperrende Leistungstransistoren (10 4, 500 V).

b) 1974/75 Zo Be: ESM 16;
. kontaktgesteuert _ hochsperrende Darllngton—Tran51storen (15 4, 400 V)
(Transistor) Z. Ba.: BUX 37

. Kontaktlosgesteuert ; [TITITITT T T T ITIT T TTTIl Optokoppler (Gabelkoppler in Keramikgehduse)
(Transistor)

1969 ‘ 1 Kundenspezifischer IS; DA/AD-Wandler
1971

— Antiblockiereinrichtung a,

— Benzineinspritzung

1958/60 | 9=~ Kundenspezifischer IS; analoge und digitale Perlphe
1967 ' ' 15z AD/DA—Wandler .

958/60 {fundenspezifischer IS; analoge und digitale Pe*lphe

— Dieseleingpritzung 5
1967 ! I1S; AD/DA-Wandler

Sicherheitssystenm 1978/80 AD/Di-Wandler; Optoanzeigen (LLD)

1974 Mikroproéessorsystem‘kundenspezifisch ZUg erchnibtéﬁil'
1979/80 (kombinierbar mit zentralem Kontroll- uni Sicherheifsz-
‘ system); AD/DA-Wandler; Opto-Anzeigen LED; A

- Betriebssteuerungs— a
computer b

)

)
— Zentrales Kontroll- und a% 1974 | T TTT] Mikroprozessorsystem kondenspezifisch zugeschnittéﬁ;,
- Elektronische Schalter g

1972 ; REEE Iundenspezifischer IS; Hochvolttransistoren bzw, -
ke "hyristoren (ldschbar) - . -~ -
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7 P % 5 59 10 371 10 T 15 i
Dotierune .
-Trigergasdiffusio DifTusioncanlagce o o X X X X. X X X
~Diffusion aus dot CVD u. Diffusiong-
Oriden anlage b4 X X X & X
-Tonenimplantation Implantations—~ u.
DifTusionsanlage X X X X X % X X p.
—Ampullendiffucion Diffusionsanlace X X
Hetellisieren
-Bedampfen HV-Bedampfunss— ot ,
anlage X-E E X XXX T T OE X X X pe x
~Sputtern Sputterenlage x = X x X
~-CVD CVD-Anlage .4
Vereinceln
~-Ritzen u. Brechen Ritzaenlagen, Trenn-
AblGsung durch schleifautomat '
MikrosHgen Xl X g X X XX X T X ¥ X pie X
-Sonstige (Sand- Sandstrahlgeblése '
strahlen, chemi-
sches Vereinzeln)
Bonden
=-Drahtbonden
. US Bonden Ultraschalldraht-
.‘bonder x
« TC Bonden " Thermokompressions=-
bonder X X X X X X X X X X X
-Simultanbonden Simultanbonder
(33T, MSI~-Schalt- )
kreise) XX X T E.E¥® X ® Ti: %
Chipmontage .
-Anlegieren Butektikchiphonder X X X X X X X X X X X X X x
~Glasloten Anglasbonder X ¥ X T T X ¥ ¥ X ¥ % YT T s
~Ipoxidbonden Lpoxidbonder X X x X
Umhiillern
~Plastverlkappen Holdinstranafer—
pressen X X X X ¥ X x X X X
-Glasloten (Kera- Cfen :
milkgehiluse) X X ¥ X
-Léten (Mehriagen— Rollnahtanlagen
gehiiuse) x A R X X X X
-Spezinlsehituse Gfen (lletallkern-
(Optoeclektronilk mikverbinduncen)
SHi=Transistoren) Rollnahtanlage
Leistungsbavele-
mente X

ey
ix 4

Tabelle 2,1.7.4.1.
Blatt 2




2 . _ R S L . < “=Tabelle 2.1.1.4.4. | -

; International » ’ "D DR - .
Stand 1979 - (» ‘ Treénd Sl Stand 1979 Entwicklung/Trend
% Si-Cz bis 100 mm P Kristalldurchmessererhdhung auf: Si-Cz bis 76 mm Si-Cz bis 150 nm, Si~ZI' bis 100 mm
: 9
1 g7 Si-ZF bis 100 mm @ : 150 mm bei Cz, 125 mm bel ZF Si-ZF bis 5C mm Isolierende Substrate bis 100 mm
& Isolierende Substrate 100 mm bel isclierenden Substra- ' 4
% (Saphir, Spinell) 75 mm P teny Erhchung der Kristallper-
= fektion
(2] == = T ——
<  Gasphasenepitaxie : " Zunehmender Binsatz der ) Gasphase-neplta:{le (Niedrigtempera-
2 ';‘é (Niedrigtemperatur, . Epitaxie- - tur CVD) fiir CMOS-S0S und VMOS
H CVD)fir CMOS-SOS und VMOS . : 3
e
a5 ,
7 i ~ Feuchte und trockene Oxyda- Stablllolerung der ProzeBfih- Feuchte- und trockene Oxi- ProzeBautomatik
3-5! v 8 tion, Silox-~, Polysilizium— rung durch #utomatisierung dation, Silox-, Polysili- ; ot
“mos und 813N4—Absche1dung mittels _ | zium und 813N4—Absche1dung
Sg g CVD- Verfahren - . ; © mittels CVD= "Verfahren
el "Kbntakt—, Abstands-und Pro- Verbesserung der bestehenden Ver— Kombtakt- und (Abstands-) Be- Automatische Konbakt- und Abstands-
4 A Jektionsbelichtung mittels ' = fahren upd vollautomat. Prozel- lichtung mit UV-Licht fir belichtung, Elektronen- und Ront-
T g0 UV flir Strukturen — 3,um flihrung; Einsatz produktiver Strukturen - 4/um) ; enstraglbellchtungsverfahreﬁ flir
4= bt 'Felnstrukturproaektloﬁ Elektronen~ und Rontgenstrahl- . . trukturen Z O 5/
o R 5 ' ibellchtungsverfahren (-0 S/um) ;
- g ’Nchhemlsche und trockene - " weltestgehende Abldsung der N&B—~ NaBchemische Verfahren weiltestgehende Ablosung der Nalpro-
5 N Verfahren - “prozesse durch plasmachemische, e zesse durch plasmachemische und
et E o o und -—physikalische Prozesse - —p’”gsikdllsche Prozesse
i Trggergasdlffusn.on- - Stabilisierung der ProzeBfiihrung Trégergasdiffusion, Diffu- Trigergasdiffusion mit flissigem und
6 =z Diffusion aus dobtierten - durch Aptomatisierung . 2 sion aus dotierten Oxiden, gasfdrmigen Dotanden, Diffusion ais
-g%) Oxiden § Ionenimplantation Fe : Tonenimplantation dotierten Oxiden, Vollautomatisierung
A s : s der Prozelfiihrung, Ionenimplantation
t 1 Metall-Bedampfung im Hoch- Verbesserung der Verfahren Al-Metallisierung im Hoch-— Al-Bedampfung im Hochwakuum, Sputtern
"3.3 t0 Vvakuum mit Elektronenstrahl- vakuum mittels Elektronen- und CVDs-Abscheidung flir Leistungs-BE
7% 25 verdampfer, Sputtern tnd CVD strahlverdampfer Stabilisierung der Leiterbshnen durch
= fir Simultan zu boni‘dende BE anod. Oxidation
L _
(I Mikrosage Mikrosdge, Verbesserung der Ritzen mit Diamanten und HEinfihrupng der Mikrosdge
8 4 Ritzen mit Dlamanten und Anlagen brechen ~‘
29 brechen
% Anwendung des Metall-und Verbesserung der Prozelfiihrung Anwendung des lMetall- und Automatisierung der Prozeifilhrung
9 ' g}‘g Glaslotens bzw. des montie- , Glaslotens
3 9 rens mittels Epoxidkerzen mit
~ o8 automatischen Anlagen
autom. Thermokompressionsbon— zunebmender Anteil der Simultan- automatisches Thermokompres— zunehmehder Anteil der Simultanbondung = =
10 4 o den und Hand-Ultraschallbon- bondtechnik sionsbonden fiir IC's, Ultra- fir IC's, automatisches Ultraschalbonden
oo den (mllrbarlsche Ahwendung) , . schall-Handbondung fur dis= - fiir diskrete Bauelemente; autom. Draht-
LSRR : : : krete Bauelemente ; _bonden £iir-hohe nin—Zahlen
g Plastverkappung, Keramikge- . zupehmender HEinsatz vpn Plast. . Plastver Kappung, Keramik—- . - zune ender EmSatz von: Plast
2hs ‘hduse, Mehrlagenkeramikge- oy e e wa s e oo golEiugey l\ehrlagenkeramik- Lo e ol e
j~f:»'t=»:g ' hause : Tl SR e s s | o »-".z.--‘;%ehause T e L e




= tho'elek‘crsnik - Sender und Anzeigen

Tabelle- 2101 .4 o 5.

International

DDR
Stand 1979 Trend Stand 1979 Entwicklung/Trend
48 Gaus-CZ nach IEC—Verfanren ° Vervollkommnung der Verfahren GaAs-CZ-IEC @ 35 mm GaAs-CZ-LEC = @ 50 mm
1 s o GaP -CZ nach LEC-Verfahren GaAs nach ZF GaP -CZ-ILEC © 35 mm GaP -CZ-LEC =
24 Kristalldubchmesser @50 mm Gahs, GeP @ Z 50 mm
Gasphasenepitaxie fir laser- Ionenstrahl- bzw. Molekular- ir: Fliissigphasenepitaxie auf GaAs Nolekularstrahlepitaxie
2 (2 dioden und IR-Dioden strahlepitaxie flir HL-Laser und v : Gasphasenepitaxie auf Gahs
o8 Flissigphase andere Spezial-Bauelemente gu: Gasphasencpitaxie auf GaP
‘”ﬂé?p : ge: Gasphasenepitaxie auf GaP D
— -
$3>§¥ CVD-Abscheidung von SiO2 und Verfahrenverbesserung, eventuell CVD-Abscheidung von SiO2 und CVD-Abscheidung von Si3N4
3 Sd30 si.N Nutzung des natiirlichen Oxides Si.N
¥ | 3y &
859 | UV-Abstandsbelichten Verbesserung der bestehenden Ver— Kontaktbelichtung mit UV Kontaktbeliohtung mit UV
4 R0 al (eve Kontaktbelichtung) - fahren upd vollautomatische Pro- Vollautomatische ProzeBfinrung
SO 0Q ; ‘ ; . - zeBfithrung . :
Rbael L : -
S NaBchemische und trockene Abl8sung der NaBprozesse durch NaBchemische Verfahren und trocke- Verbesserung der bestehenden
n Verfahren (besonders:fur - plasmachemische und -physikali- _ ne Verfahren fir SiBNA) Verfahren
= 814N, notwendig) 'sche .Prozesse P | '
{ &2 Ampullendiffusion  Produkbivititserhdhung Tonenimplantation Tonenimplantation
. 8B f Ionenimplantation Pt : Ampullendiffusion Vollautomatisierung der Prozelfihrung
"W )etall-Bedampfen im Hochva- Verbesserung -der Verfahren Al-Metallisierung im Hochvakuum Sﬁabilisierung der Leiterbahnen
7 = e kuum mit Elektronenstrahl-— e 5 mit Elelktronenstrahlverdampfer durch afiocdische Oxidation
o verdampfer, Sputtern-und CVD-Metallabscheidung fir Sender
-2+ CVD fir Spezial-Bauelemente ‘ i
8 Aéhﬁ Mikrosige, Ritzen mit Dia-  Mikros&ge, Verbesserung der Ritzen mit Dismanten und brechen, Abléséung des Diamantritzens durch-
gk manten und brechen -~ Anlagen Mikrosédge verstarkten Einsatz der lMikrosage
b 1 o Anwendung von Metall= und ‘Automatisierung der Prozel- Anwendung des Metallotens, Produlktivititsverbesserung
4 =Hem Glasloten, montieren mittels flihrung Epoxidbonden
o g4 Epoxidharzen ‘
10 d o Thermokompressions— und automatische Drahtbondung Ultraschall- und Thermokompressions- automatische Drahtbondung :
24 Ultraschallbonden . Simultanbondtechnik fiir Anzeigen  bonden (Simultanbondtechnik fir Anzeigen) -
ﬁ 3
11 | & Plastverkappen, Metall- Plasbverkappen, Metall-Glas-Kera-—
B Glas-Keramlkgehduse mikgehduse
= , ‘




